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NADIR TORPAQ ELEMENTI ITTERBIiUM (Yb) iLO ASQARLANMIS

Gax(Seos Teo2)s KRISTALININ OTAQ TEMPERATURUNDA QALIQ
FOTOKECIRICILiY1
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dosent Ohadova Giilgiman Rasim qiz1
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Xiilasa: Verilon isda nadir torpaq elementi itterbium <Yb> ilo asqarlanmis Gax(Seos

Teo2); <Yb> kristali A'B)' grupundan olan genis zonali yarimkegiricilor sinfina daxildir.

AV B grupundan olan yarimkegirici birlasmalardan va onlarin bark mahlullarindan elm
va texnikada ¢ox genis istifada edilir

Acar sozlor: Yarimkegirici, talo, yiiriikliik, qaliq fotokeciricilik. Nadir torpaq elementi
itterbiy relaksasiya

KiroudeBoe ci10BO: TOJYIPOBOJHHK, JIOBYIIKH, TIOJBMKHOCTH, OCTAaTOYHAS
(OTOTIPOABIKHOCTD, PEIKO3EMETBHBIMU AJIEMEHTAMH HTTEPOHI penaKcauii

Key words: Semiconductor, trap, walkability, galgphotoconductivity. Rare earth element
ytterbiy relaxation

Tadqiqatlar gostormisdir ki, relaksasiya qaliq fotokeciriciliyi mixtolif tip
yarimkegiricilords asason agsagi temperaturlarda miisahids edilmigdir [1].

Gax(Seos Teop)s kristalinda ise bu fiziki hadisslor az dyronilmisdir [2].

Nadir torpaq elementi itterbium <Yb> ilo agqarlanmis Gax(Seo,s Teop)s kristalinin otaq

temperaturunda (296 K) vo 3+ 103 ﬁ elektrik sahasinds voltamper xarakte-ristikas1 (VAX)

todqiq edilmisdir. VAX —dan istifado edorok Gax(Seos Teo2)s <Yb> kristalinin lokal
soviyyeolorinin osas parametrlori: elektrik keciriciliyi o, aktivlosmo enerjisi Ei, tololorin
konsentrasiyas1 N, tutulma faktoru 68, ylikdastyicilarn yiiriikliiyli ¢ toyin edilmisdir. [3.4]

Itterbium elementi ilo asqarlanmis Gax(Seos Teo2)s <Yb>  kristallarumn qaliq
fotokegiriciliyi vo relaksasiyasi otaq temperaturunda (296°K) vo miixtolif dalga uzunluglarinda
(1 = 0,585 Mkm) dyronilmisdir.

Todqiq olunan niimunolor desik kegciriliciyino (p-tip) malikdirlor. Bu kristalin otaq
temperaturunda T = 296 K-do qaranligdaki miiqavimati ilo isiqlandigdan sonraki
miigavimatinin qiymaotlori bir-birindon xeyli forqli oldugu miisahido edilmisdir. Lakin azalmas1
vo ya artmasi ilo bu giymatlor da bir-birindon daha kaskin sokildo forqlonir. Fotokegiriciliyin
qalxma vo enmo relaksasiya oyrilori otaq temperaturunda xarici sahonin miixtolif
intensivliklorindo 0yronilmisdir.

Sokil 1-do Gax(Seos Teo2)s <Yb> kristalinin otaq temperaturunda (290 K) vo E = 3 -
103 ﬁ elektrik sahosindo oyrisi verilmigdir.

Bricmen tisulu ilo sintez edilmis Gax(Seo,s Teo2)s <Yb> kristalinin otaq temperaturunda

miiqavimoti 2,4 - 102 Om sm tortibindo olmusdur.
Kristal monoxromatik isiqla isiglandirilgda (A =0,585 Mkm dalga uzunlugunda)

fotocorayanin qiymati bir ne¢o saniys orzindo maksimum qiymats qadar artir. (fotocorayanin
qaranligdaki qiymatino nazoran ). Relaksasiya vo qaliq fotokegiriciliyi Gax(Seo,s Teop2)s <Yb>
kristalinda miixtalif elektrik sahosindo vo miixtalif dalga uzunluqlarinda otaq temperaturunda
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Oyranilmigdir. Sokil 1-don goriiniir ki, fotocorayanin zamandan asilihiq oyrisi [A] = f(t) iki
hissadon ibaratdir.

Baglangic hissoyo uygun golon relaksasiya miiddoati & 1,2 - 102 saniyadir, ikinci hissoyo
uygun golon relaksasiya miiddoti iso bir ne¢a onluq daqiqalors catir.
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Elektrik sahasinin E=30v/sm
qiymatinds Ga,(Seys Tey,)
<Yb> kristalinin otaq
temperaturunda T=296K
fotocorayamin qalxma vo
enma relaksasiya ayrisi

t, saniya t, daqiqa

Miioyyon olmusdur ki, Gax(Seos Teo2)s <Yb> birlogmosindo bu prosesi yaradan
itterbium (Yb) asqarlaridir. Sokil 1-don AJ = f(t) asihiliginin diizxatli hissesindon (1+30
doqiqo arasinda) “yavas” rekombinasiya kanalina moxsus relaqsasiya miiddatini toyin etmok
olar. Malum olmusdur ki, relaksasiya miiddati vo qaliq fotokeciriciliyi elektrik sahasinin
giymotindon asili olaraq doyisir.

Molumdur ki, istonilon yarmmkegiricido kontaktlardan xarici elektrik sahasinin tosiri ilo
sarbast yiikdasiyicilar injeksiya (daxil) olunur.

Ogor yarimkeciricido dorin yapisma morkazlori varsa, onda injeksiya olunmus sarbast
yiikdastyicilarin bir hissasi bu saviyyslar torafindon tutulur (talslor) , digor hissasi iso zonalarda
qalir. Niimunoys injeksiya olunan yiiklorin konsentrasiyasi artigca VAX —da kvadratik asililiq
miisahido olunur.

Eksperimentlo miiayyon olunmusdur ki belo yarimkegiricilorin miiqavimati kegiriciliyin
tipi vo asqarlarla yanas1 qurulmus defektorindon do asilidir.

Kompleks todqiqatlar gdstormisdir ki, relagsasiya va qaliq fotokegiriciliyi osason kristal
daxili geyri-bircinslik vo onun yaratdig1 potensial relyeflo baghdir. (6)
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MPY KOMHATHOW TEMIIEpaType MPH Pa3IMIHbIX JICKTPUUECCKHUX TOJISX.
IMokazano uro cmaa (OTOTOKA CO BPEMEHEM 3aMEIUISICTCS M BpPEMs pellaKcaliu
cocraisier 10-1,210% cex
Bce monydeHHBIE OKCIEPUMEHTANBHBIC  PE3YJbTaThl  XOPOIIO  OOBICHSIOTCS
cymectBytorei Teopueit OI1.

RESIDUAL PHOTOCONDUCTIVITY (OP) WITH DOPED RARE EARTH
ELEMENTS YTTERBIUM (YB) FOR CRYSTALS <Yb>
AT ROOM TEMPERATURE

Aliev Sabir Isfandiyar, Javadov Elcin Mahammad, Akhadova Gulciman Rasim
Resume

In this paper, the residual photoconductivity (op) with doped rare earth elements
ytterbium (Yb) for crystals <(Yb)> at room temperature under various electric fields is
investigated at various electric fields.

It is shown that the decrease in photocurrent slows down over time and the relaxation
time is 10-1,210? seconds

All the experimental results obtained are well explained with the existing theory of OP.
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